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Diodo de potencia
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Tiristor SCR (Silicon controlled rectifier)
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GTO (Gate turn-off thyristor)
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IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor)
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Transistor MOSFET
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Resumen de dispositivos
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Resumen de dispositivos
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Campo de aplicacion

r
108 : | e .
|
|

1 : r—--l ey
\ | f ¥ ‘ o\, Electric car
' 100M : i > N Current Product Range
i 1 1 _-_.-_-__”“ > | em———— Future Devel. Plan
| | | bl I /
10M £
108
3 1M é Motor control
g <
g < i
g 1 i 2 100K £ ¥ Robot, Welding machine
8 : IGBT IPM ‘S
Z ! IGBT =
g i DISCRETE US‘ /
= THYRISTOR | - ' e 3
Z 104 : E 10k Iron mill, Transistor Modulc‘.'._’,-'"' <5l 4
Q 1 = Power supply Modules |1 Car
i 6 for chemical v T
E H (=¥ - g;s; Switching
K g -
i lKé Sy §", Power supply
103 i \«CR
1 " "
t
SR P / 3l or__ - % Power supply for audio
POWER 100 val:
MOSFET
102 [FRARE —— 51/ Microwave oven
10 éLV irg g i7g i7g g
10 100 1K 10K 100K IM

o foonasoannee SLT0

CLASES PARTICULARES, TUTORIAné TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

artagena0g

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

HLLLIN : ) -

www.cart %%‘Mﬁgée hace responsable de la informacién contenida en el pr. mo en virtud al ]
Articulo 1772'de Mey de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comer ico, de 11 de julio de 2002, 10 EmEeY
Si la informacion contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y serd retirada.



Dispositivos de potencia

Formas de onda tipicas
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Calculo de peérdidas de potencia en semiconductores
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Calculo de peérdidas de potencia en semiconductores
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Normalmente no nos interesa la potencia instantanea sino la potencia media
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Tecnologia de semiconductores

» Actualmente, la mayor parte de los semiconductores de potencia estan

construidos de silicio (Si). Es la tecnologia mas madura y esta muy optimizada.

« Sin embargo, los nuevos semiconductores basados en carburo de silicio (SiC) y

nitruro de galio (GaN) son potencialmente mejores, especialmente en cuanto a

las pérdidas de potencia en conmutacion (son mas rapidos y producen menos

péerdidas)
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